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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月19日(2012.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィン型半導体デバイスのためのトレンチ分離方法であって、
　ギャップ（３２２）によって隔てられている第１の伝導性フィンセット（３１４）及び
第２の伝導性フィンセット（３１６）をバルク半導体基板（３０２）から形成することと
、
　前記第１の伝導性フィンセット（３１４）、前記第２の伝導性フィンセット（３１６）
、及び前記バルク半導体基板（３０２）を覆う酸化物材質（３２４）であって、前記酸化
物材質（３２４）の対向する側壁（３２８）によって画定される凹部（３２６）を前記ギ
ャップ（３２２）に対応して形成する酸化物材質（３２４）を堆積させることと、
　前記対向する側壁（３２８）に対して自己位置合わせされるトレンチ（３３６）を形成
するために前記凹部（３２６）を前記バルク半導体基板（３０２）内にまで深くすること
と、
　前記トレンチ（３３６）を誘電体材質（３４０）で埋めることとを備えた方法。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、前記第１の伝導性フィンセット（３１４）及び前記第２の伝
導性フィンセット（３１６）を形成するステップは、前記第１の伝導性フィンセット（３
１４）における複数の伝導性フィン（３０４，３０６）及び前記第２の伝導性フィンセッ
ト（３１６）における複数の伝導性フィン（３０８，３１０）を形成する方法。
【請求項３】
　請求項２の方法であって、前記第１の伝導性フィンセット（３１４）及び前記第２の伝
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導性フィンセット（３１６）を形成するステップは、指定されたフィンピッチ（３２０）
に従って且つ前記ギャップ（３２２）が前記指定されたフィンピッチ（３２０）よりも大
きな距離により前記第１の伝導性フィンセット（３１４）を前記第２の伝導性フィンセッ
ト（３１６）から隔てるように、前記第１の伝導性フィンセット（３１４）における前記
複数の伝導性フィン（３０４，３０６）及び前記第２の伝導性フィンセット（３１６）に
おける前記複数の伝導性フィン（３０８，３１０）を形成する方法。
【請求項４】
　請求項１の方法であって、前記トレンチ（３３６）を埋めることは、前記バルク半導体
基板（３０２）を覆い、前記第１の伝導性フィンセット（３１４）を覆い、且つ前記第２
の伝導性フィンセット（３１６）を覆うように前記トレンチ（３３６）内に酸化物（３４
０）を堆積させることを備えている方法。
【請求項５】
　請求項４の方法であって、前記酸化物（３４０）を前記第１の伝導性フィンセット（３
１４）及び前記第２の伝導性フィンセット（３１６）の高さまで研磨することを更に備え
た方法。
【請求項６】
　請求項５の方法であって、前記第１の伝導性フィンセット（３１４）の一部のみを露出
させ且つ前記第２の伝導性フィンセット（３１６）の一部のみを露出させるために前記酸
化物（３４０）をエッチングすることを更に備えた方法。
【請求項７】
　半導体デバイス構造（３００）を製造する方法であって、
　バルク半導体材質（３０２）、前記バルク半導体材質（３０２）から形成される第１の
伝導性フィン構造（３０６）、及び前記第１の伝導性フィン構造（３０６）からギャップ
（３２２）によって隔てられ前記バルク半導体材質（３０２）から形成される第２の伝導
性フィン構造（３０８）を備えている基板を提供することと、
　前記ギャップ（３２２）内であって且つ前記第１の伝導性フィン構造（３０６）及び前
記第２の伝導性フィン構造（３０８）に隣接してスペーサ（３３２，３３４）を形成する
ことと、
　前記スペーサ（３３２，３３４）をエッチングマスクとして用いて前記バルク半導体材
質（３０２）をエッチングして前記バルク半導体材質（３０２）内に分離トレンチ（３３
６）を形成することと、
　前記スペーサ（３３２，３３４）を覆い、前記第１の伝導性フィン構造（３０６）を覆
い、且つ前記第２の伝導性フィン構造（３０８）を覆うように前記分離トレンチ（３３６
）内に誘電体材質（３４０）を形成することと、
　前記分離トレンチ（３３６）内の前記誘電体材質（３４０）を保ちながら前記誘電体材
質（３４０）の少なくとも一部分及び前記スペーサ（３３２，３３４）の少なくとも一部
分をエッチングして前記第１の伝導性フィン構造の上部（３４２）及び前記第２の伝導性
フィン構造（３０８）の上部（３４２）を露出させることとを備えた方法。
【請求項８】
　請求項７の方法であって、前記スペーサ（３３２，３３４）を形成することは、
　記第１の伝導性フィン構造（３０６）、前記第２の伝導性フィン構造（３０８）、及び
前記バルク半導体材質（３０２）を覆う酸化物材質（３２４）であって、前記ギャップ（
３２２）に対応する凹部（３２６）を形成する酸化物材質（３２４）を堆積させることと
、
　前記凹部（３２６）が前記バルク半導体材質（３０２）まで拡張するように前記酸化物
材質（３２４）を異方性エッチングすることとを備えている方法。
【請求項９】
　請求項７の方法であって、前記誘電体材質（３４０）の少なくとも一部分及び前記スペ
ーサ（３３２，３３４）の少なくとも一部分をエッチングする前に、前記誘電体材質（３
４０）を前記第１の伝導性フィン構造（３０６）及び前記第２の伝導性フィン構造（３０
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８）の高さまで研磨することを更に備えた方法。
【請求項１０】
　請求項７の方法であって、
　前記第１の伝導性フィン構造（３０６）を含む第１のデバイス構造の製造を完了するこ
とと、
　前記第２の伝導性フィン構造（３０８）を含む第２のデバイス構造の製造を完了するこ
ととを更に備え、
　前記分離トレンチ（３３６）内の前記誘電体材質（３４０）は前記第１のデバイス構造
を前記第２のデバイス構造から電気的に分離する方法。
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